TEST 01

1. De forma general, la resistividad de los materiales semiconductores intrinsecos:
a. Disminuye con la temperatura
b. Aumenta cuando son iluminados
c. Es menor que la de los extrinsecos

2. Enequilibrio termodinamico:
a. El numero de electrones es igual al nmero de impurezas aceptadoras
b. EIl producto de las concentraciones de electrones y huecos es una funcion de la
temperatura
c. Lageneracion luminosa se compensa con la recombinacion neta (U)

3. El movimiento de arrastre de portadores como consecuencia de un campo eléctrico,
se produce a una velocidad media que:
a. Disminuye con la temperatura
b. Aumenta con el dopaje
c. Es mayor en el caso de los huecos

4. Laresistividad de un semiconductor extrinseco en baja inyeccion:
a. Eslasuma de las resistividades de electrones y huecos
b. Viene determinada, principalmente, por el dopaje y la movilidad de los
mayoritarios
c. Viene determinada por la concentracion de electrones, pues su movilidad es
superior a la de huecos

5. En los rectificadores con filtrado de condensador, si aplicamos a la entrada una
onda sinusoidal, la onda de tension en el condensador tiene forma
a. senoidal durante la carga y exponencial durante la descarga
b. exponencial durante la carga y senoidal durante la descarga
c. triangular tanto durante la carga como durante la descarga

6. Enun diodo ideal polarizado en inversa:
a. Latension exterior se reparte entre la caida en los contactos 6hmicos y las zonas
neutras
b. Esta tension se suma al potencial termodindmico, aumentando la zce
c. Esta tension se resta al potencial termodindmico, disminuyendo la zce

7. Enun diodo polarizado en directa:
a. Se puede considerar la corriente como una corriente de difusién
b. Se puede considerar la corriente como una corriente de recombinacion
c. Las dos afirmaciones son ciertas.



Se dispone de una muestra de silicio uniforme, corta, cuya superficie x = 0 es 6hmica
mientras que la superficie x = w esta pasivada. La muestra se encuentra
uniformemente iluminada origindndose, en régimen de baja inyeccion y estado
estacionario, una generacion de G (pares/cm®.s):

8. ¢Qué perfil de los siguientes podria corresponder al exceso de portadores?

2W—X.

2D,

b. n'(x)= p'(x)=%(w—x2>

a n'(x)=p'(x)=G-

¢ n'(x)= p'(X)=%(g—X)

9. ¢Qué ecuacion podria corresponder al flujo de portadores?

a. F,(x)=—G(x*-w)
b. F,(x)=G(x-w)

w
c. F(x) :G(X—E)

10. Respecto a la distribucién de la recombinacion en la muestra:
a. Se producira principalmente en el volumen.
b. Es mayor en la superficie pasivada, por ser la terminacion natural de la muestra
c. Larecombinacion en volumen depende del tiempo de vida de los minoritarios, y
en este caso se prevé despreciable



TEST 01-SOL

1. De forma general, la resistividad de los materiales semiconductores intrinsecos:
a. Disminuye con la temperatura
b. Aumenta cuando son iluminados
c. Es menor que la de los extrinsecos

2. Enequilibrio termodinamico:
a. El numero de electrones es igual al nmero de impurezas aceptadoras
b. El producto de las concentraciones de electrones y huecos es una funcion de
la temperatura
c. Lageneracion luminosa se compensa con la recombinacion neta (U)

3. El movimiento de arrastre de portadores como consecuencia de un campo eléctrico,
se produce a una velocidad media que:
a. Disminuye con la temperatura
b. Aumenta con el dopaje
c. Es mayor en el caso de los huecos

4. Laresistividad de un semiconductor extrinseco en baja inyeccion:
a. Eslasuma de las resistividades de electrones y huecos
b. Viene determinada, principalmente, por el dopaje y la movilidad de los
mayoritarios
c. Viene determinada por la concentracion de electrones, pues su movilidad es
superior a la de huecos

5. En los rectificadores con filtrado de condensador, si aplicamos a la entrada una
onda sinusoidal, la onda de tension en el condensador tiene forma
a. senoidal durante la carga y exponencial durante la descarga
b. exponencial durante la carga y senoidal durante la descarga
c. triangular tanto durante la carga como durante la descarga

6. Enun diodo ideal polarizado en inversa:
a. Latension exterior se reparte entre la caida en los contactos 6hmicos y las zonas
neutras
b. Esta tension se suma al potencial termodinamico, aumentando la zce
c. Esta tension se resta al potencial termodindmico, disminuyendo la zce

7. Enun diodo polarizado en directa:
a. Se puede considerar la corriente como una corriente de difusién
b. Se puede considerar la corriente como una corriente de recombinacion
c. Las dos afirmaciones son ciertas.



Se dispone de una muestra de silicio uniforme, corta, cuya superficie x = 0 es 6hmica
mientras que la superficie x = w esta pasivada. La muestra se encuentra
uniformemente iluminada origindndose, en régimen de baja inyeccion y estado
estacionario, una generacion de G (pares/cm®.s):

8. ¢Qué perfil de los siguientes podria corresponder al exceso de portadores?

2W—X.

2D,

b. n'(x)= p'(x)=%(w—x2>

a n'(x)=p'(x)=G-

¢ n'(x)= p'(X)=%(g—X)

9. ¢Qué ecuacion podria corresponder al flujo de portadores?

a. F,(x)=—G(x*-w)
b. F,(x)=G(x-w)

w
c. F(x) :G(X—E)

10. Respecto a la distribucién de la recombinacion en la muestra:
a. Se producira principalmente en el volumen.
b. Es mayor en la superficie pasivada, por ser la terminacion natural de la muestra
c. La recombinaciéon en volumen depende del tiempo de vida de los
minoritarios, y en este caso se prevé despreciable



